
  VLSIدرس    ١تمرين  

  شبيه سازي نماييد.   VDD = 1.2v با 65nm را در تكنولوژيpseudo nmos  ك مدار نيم جمع كنندهي

  )  p μ= 2  nμبا فرض . سايز شوند  mosdo neups مطابق با روش سايزينگ( تمامي مدار ها 

 

 

 

 

 

  

 گذار ممكن را در ورودي در نظر بگيريد.  ١٦تمام  . ١

 .را بدست آوريد  power Static و Delay  ،Power Average سازي پارامترهايدر اين شبيه 

توجه داشته باشيد كه بايد بيشترين تاخير هر خروجي و همچنين توان ايستاي ميانگين ( ميانگين حالت هاي  
  گزارش شود.   )  ١١و    ١٠، ٠١،  ٠٠

 را؟در كدام يك از چهار حالت فوق بيشترين توان استاتيك مشاهده شد؟ چ -

وجود داشت، ميانگين توان هاي استاتيك بيشتر بود    cmosاگر به جاي اين مدار، نيم جمع كننده ي   -
  يا كمتر؟ چرا؟ 

  .در نظر بگيريد 2fFو خازنهاي بار را tr=tf=10ps با 500MHz سازي را فركانس شبيه

 اند (شارژ يا دشارژ شدهاند)؟   هر يك از خروجي هاي مدار چند بار سوئيچ كرده. ٢

  د. دليل تفاوت تعداد شارژها (يا دشارژها) در دو خروجي مدار را تحليل كني

نيز شبيه سازي كنيد و علت تفاوت اعداد بدست آمده را    VDD=0.7vو  TT 7nm. مدار فوق را با تكنولوژي٣
  )  p μ=   nμبراي سايزينگ مدار دقت شود كه در اين تكنولوژي، تقريبا   (تحليل كنيد.

  

 


